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УЧЕБНА ПРОГРАМА

ПО ДИСЦИПЛИНАТА: МАТЕРИАЛИ ЗА ОПТОЕЛЕКТРОНИКАТА

ВКЛЮЧЕНА В УЧЕБНИЯ ПЛАН НА СПЕЦИАЛНОСТ: ИНЖЕНЕРНА ФИЗИКА

СТЕПЕН НА ОБУЧЕНИЕ: БАКАЛАВЪР

КАТЕДРА: ФИЗИКА НА ПОЛУПРОВОДНИЦИТЕ
ИЗВАДКИ ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН

	Вид на занятията:
	Семестър:
	Хорариум-часа/
седмично:
	Хорариум-часа
Общо: 

	Лекции
	VI
	3
	45

	Семинарни упражнения



	
	
	

	Практически упражнения
	VI
	2
	30

	Общо часа:
	
	5
	75

	Форма на контрол:
	изпит
	
	


А. АНОТАЦИЯ


Курсът запознава с основните свойства и характеристики, областта на приложение и техническите изисквания към различните диелектрични, проводникови и полупроводникови материали, използвани в оптоелектрониката. Особено внимание е отделено на физическата същност на явленията, протичащи в различните материали под въздействието на електрично и магнитно поле, както и на закономерностите, определящи зависимостта на тези параметри от различните фактори. В курса се изучават и основите на химичната връзка, фазовото равновесие, кинетиката на химичните процеси в системи с оптоелектронни материали. Разглежда се връзката между условията на получаване, състава и структурата с физкохимичните свойства на материалите. Отделя се внимание на процесите на окисление и корозия в агресивна среда.

Лабораторните упражнения имат за цел да запознаят студентите с основни лабораторни технологични операции, свързани с получаване и изследване на материали за оптоелектрониката и построяване на прибори на тяхна основа.

Б. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА:

	№
	Тема, вид на занятието
	Брой часове

	1.
	Лекции
	

	I.
	УВОД
1. Основни сведения за материалите за оптоелектронната техника. Класификация, експлоатационни условия и изисквания към материалите.
2. Химична връзка: йонна , ковалентна, метална, смесена. Характер на химичната  връзка и свойства на опроелектронните материали.
3. Физикохимия на реалните кристали. Собствени и примесни точкови дефекти. Отклонения от стехиометричния състав.

4. Р – Т – Х диаграми на състоянията. Правило на фазите. Микродиаграми.

5. Химична кинетика. Взаимодействия в хомо – и хетерогенни системи. Активираща енергия. Методи за ускоряване на химичната реакция.


	11

	II
	ПРОВОДНИКОВИ МАТЕРИАЛИ 
1. Основни сведения за физичните процеси в проводниковите материали и техните свойства

2. Материали с висока проводимост
3. Сплави с голямо специфично елеектрическо съпротивление

4. Свръхпроводящи метали и сплави

5. Метали и сплави с различно предназначение

6. Неметални проводящи материали
	6

	III
	ПОЛУПРОВОДНИКОВИ МАТЕРИАЛИ
3.�. Основни сведения за полупроводниковите материали и изисквания към тях.
3.�. Свойства и приложение в оптоелектрониката на основните полупроводникови материали
2.1 Германий, силиций, селен

2.2 Полупроводникови съединения от типа А3В5 и твърди разтвори на тяхна основа

2.3 Полупроводникови съединения от типа А2В6 и твърди разтвори на тяхна основа

2.4 Полупроводникови съединения от типа А4В6 и твърди разтвори на тяхна основа

2.5 Полупроводници от типа А4В4 и твърди разтвори на тяхна основа

2.6 Окисни, стъклообразни и органични полупроводници

2.7 Сплави германий-силиций

3.  Окисление и корозия на полупроводниковите материали
	14

	IV
	ДИЕЛЕКТРИЧНИ МАТЕРИАЛИ

1. Основни сведения за физичните процеси диелектриците и техните свойства.

2. Пасивни диелектрични материали
2.1. Основни сведения за строежа и свойствата на полимерите

2.2. Линейни полимери

2.3. Композиционни пластмаси

2.4. Лакове, емайли, компаунди

2.5. Неорганични стъкла

2.6. Ситали

2.7. Керамика
3. Активни диелектрични материали

3.1. Сегнетодиелектрици

3.2. Пиезоелектрици

3.3. Пироелектрици

3.4. Електрети

3.5. Течни кристали

3.6. Материали за твърдотелни лазери

3.7. Луминофори
	14

	Общо
	45

	2.
	Лабораторни упражнения
	

	2.1
	Класификация на чистите материали. Работа с чисти вещества. Чисти флуиди.
	3

	2.2
	Получаване и измерване на вакуум. Пресмятане на ефективна скорост на изпомване. Определяне времето за постигане на необходимия вакуум
	3

	2.3
	Оптично ориентиране на монокристали. Механична обработка на повърхността на полупроводникови кристали (рязане, шлифоване, полиране). Определяне на дебелина на нарушения слой.
	5

	2.4
	Химична обработка на повърхността на полупроводникови материали. Селективно ецване. Определяне плътност на дислокации.
	5

	2.5
	Химично отлагане на метални контакти и на химични съединения. Електрохимично отлагане на метални покрития.
	5

	2.6
	Сплавни контакти.
	3

	2.7
	Фотолитография.
	3

	2.8
	Изследване на взаимната разтворимост в трикомпонентни течни ситеми. Триъгълник на Гибс.
	3

	Общо
	30


В. Формата на контрол е: изпит

Г. Основна литература:
1. В.В.Пасынков, В.С.Сорокин. Материалы электронной техники, Москва, Высшая школа, 1986 г.

2. Р.Б.Пранчов. Материалознание в електрониката, ДИ “Техника”, София, 1989 г.

3. Н.П.Богородицкий, В.В.Пасынков, Б.М.Тареев. Электротехнические материалы, Ленинград, Энергоатомиздат, 1985 г.

4. Б.Ф.Ормонт. Введение в физическую химию и кристаллохимию полупроводников, Москва, Высшая школа, 1982 г.

5. С.С.Горелик, М.Я.Дашевский. Материаловведение полупроводников и металловведение, Москва, Металлургия, 1973 г.

Д.  Допълнителна литература:


1. Г.Дюстабанов, Н.Тенев, А.Тодорова, П.Тошев. Електротехнически материали, София, Техника, 1983 г.

2. И.С.Рез, Ю.М.Поплавко. Диэлектрики: Основные свойства и применение в электронике, Москва, Радио и связь, 1989 г.

3. И.В.Румак и др. Диэлектрические пленки в микроэлектронике, 1990 г.

4. Б. Дякова. Обща химия, София, Университетско издателство, 1995 г.

5. А.Вест. Химия твердого тела. Теория и приложения (1 и 2 част), Москва, Мир, 1988 г.

Съставил програмата: 

Дата:25.03.2004 г.
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